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[はじめに] 高効率で安価な深紫外用 LED の実現には、高品質な AlN を大口径ウェハー上に実

現する必要がある。昨今、サファイア基板上 AlN 下地層が N2 雰囲気での高温アニール処理によ

り高品質化することが報告されている[1]。今回我々はAlNテンプレートの大口径化を目的として、

6 インチ基板を処理可能なアニール装置を製作し、6 インチ c 面サファイア基板上へ成長した AlN

のアニール処理を実施したので、その結果について報告する。 

[実験方法] 横型 MOCVD 装置(UR26K, 6 インチ×10, 大陽日酸製)を用いて、6 インチ c 面サフ

ァイア上に 400nm の AlN を成長した。次にこの AlN テンプレートを 6 インチ対応高温アニール

装置 (大陽日酸製 STA1800-B)を用いて N2雰囲気、1700℃、3 時間のアニール処理を施した。AlN

のアニール前後の表面モフォロジー変化を原子間力顕微鏡(AFM)とノマルスキー顕微鏡、結晶品

質を X 線ロッキングカーブ測定により比較した。 

[結果] AFM による観察では、アニール前後において AlN 表面モフォロジーに大きな変化はなく

劣化は見られなかった。基板外周部よりクラックが発生したが、その長さは 0.8mm 程度にとどま

った。Fig.1(a)と(b) に X 線ロッキングカーブの半値幅の 6 インチ面内分布を示す。アニール処理

により(0002)面及び(10-12)面の半値幅はそれぞれ、97.8arcsec から 20.1 arcsec、976.4 arcsec から

244.6arcsec へと基板全面にて狭くなった。この結果から、6 インチ基板全面で AlN の結晶品質が

改善されたと言える。本アニール技術により、AlN テンプレートの高品質化や生産性向上に寄与

することが期待される。 

    
Fig.1 (a)  XRC-FWHM of AlN (0002)     Fig.1 (b)  XRC-FWHM of AlN (10-12) 
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